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i - ii f ^ f ^ ;f 10 4^ # A ^ 400^ (A ) * 

ffij * $ ;i* m 1 14^. # & # #j 4 a ^ 1 o o oj£ (a ) ° it & m 

ift K *- T ' *P # ^ I li4#; t # f Jfc' fe 7^ I &d ^ 

•l± ' & # a & M ^ it a^ If t | ' l 0 4#f m m ii 5t ^ 
& € it ?f f f 104' at 5t "m 9l it a^ > % M 104it ^ 
* A -4 m 1 Uift 74 A & & £ ( s te p )iS A ' JSl it 8 ^ # t >i 

1 0 411 # ^ ?4 m 1 1 4# i M Sg- ¥] 'If ^ > it. flq P^r jh it B ^ If 

># 1 0 4^. it ^ 4 £ ^ € >^5l ^ & i^ A - ^ M A 8f ■» 6fj .^, 




^ 11 I 



i&WtHW (8) 



. iM. # . >i * tf) A. ' ^ & * # ^ * ^ 9 0£ 4l « 

& 6 & W 10 4» 4 ' it & #L 1 0 24L _L ^ /£ - 

) V J- £ £ ^ * it 8£ > t *f j$ 

>.*t'v ii ^ ^ & it -f f4 m 
(post-anneal ing)flf » • & ^ 
a #J! & & % & ft & a # 4± ^ it h£ ^ € 
) - 4k • # m to $L H |£ ?F H $ tfj $t 4k 



# it ^ € *f JSC OM 

$1 ' ^ ^ 

(ift 5J 7F )^ ft. # © * J 
#'J In} A & 5 




I'J ( dry etching)^ $L 0 j& it W ^ <g /# 10 4> tft 4 » ^ 
it ft It m U m. ' * £ 2f & & 'i & (substrate 

i - .... ■ " • 

temperature )> SL Jfe f I ^7 (chamber pressure)- ^ H 
IL ft (etching gas)4: m ^ fcb - ki.l'fe i. ^ M 
(b ias vol tage)a <§k M s$ m ft tf) & (plasma)t £Jt 
«t — # & ^ Ife m it * t.S t ^ 66 it a £ ^ € ^104- 



m ^ ; ffl a ^ ^ # $ "j=. if 4l — # 

a 3£ 7t — ."i ft 2 0 0tf) 4*1 © ^ * ® ° M A ffr » ^ # 

H3-.4L ^ .& 'ft & 2 0 0#. & & % - & 2 02 • - m 

# # 1^ #j it a/1 ?f t 20413: ^ ^ 4t .*l 202^_ - _L & & 
2 0 6 . • 3. it m ^ . « ># 2 0 4^ T i ® 2 0 % #. A ^ it # 
1 2 04^. Jl * © 21260 % ^. • - # ^ ^ W 2 1 43fc Jt ^ it 
€ M 2044L _L JL # ^ I JI 21411^ it a^ > € >f 2 0 4' 
« i - ffl # ^ # ^ -.41 >t 2 1 6t3t ^ ^ ^ H m 214^ 

Ji - * t ' % ~ t fan t m & ¥3 a jbl & & m M 





% 12 I 



* Ifc & % m % W % — t i&M & & (f eature)# 
^ it ^ f: ^ 2 04#. J% - 'ft # (step)& m > M. M- it a£ ^ % 
M 2 0 4^ Jl it # - m # ^ 9 0^-^ « & 6> 2 ° 

IS] . it m t£ % % 2044L M- & % * ^ # ^ & 214^. # 

» it f it B ^ # t ,# 2 0 4^L > & A #\400J£ (A ) ' 

ft # 2 1 M- «&- A 1 0 0 0^ (A ) ° Jt ^ 4@ 

«j ^ ^ T > > 4lt # H ^1 2 1 4^- # Pt # H Jfe ^7 I* JL # 

<i± > 4b >r # a ^ ^ ^ «* ^ it a ^ ^ m M 20 m m © » it & st 

£ £ ^ it fl £ ^ <f f 204 v « ^ i& Jt it a£ ^ € ># 204i£ 

^ # m n m 214^ & £ ^ a • a ^. 1 >t 204 

& $ ^ m 21411- £ "M s& # -if ^ ■',» it 1^ jl it m ^ t ^ . 

2044^ "it .tii i' t isfl ^ & i& A * m M «. af *Jl • 

# >£ 1^ 4: Sfc ^ ^ # ^ >- Ft # 4* JL M 

£ 0 «§- > ^ 90& ^ it W 4 204 v £ it ^ * 2024^ 

jl % & - & % #) & w %f % -4 m i^ m ^ ) v ;jl % i& & 
it m j£ % % m x& m ^ « ^ ^ ^ ^ *t » m. & & it m 

% % f# M (>K m ^ )4L ^ EJ A ^ ^ ' j£ * f'J EJ a >s 
£ » '.'a"*! ^jl * t S W (expected)^ S #/l± i ii f 

n M. m m J* ) > m *° m & ±. - t ^ ># # & m. & ^ n *~ 
& w ^ % n m ' a >j ^ ^ ^) & * * ^ & t% ^ it ^ . . 

% J% 2 0 4 » itb • ^ ^ W ^ »T a #>J ^ — it # 
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%;tyi!iL*n (10) 



& - m $ z ' ^ bp ^ it ^ ufr % n m m. _l ^ & m. 

t£ 60 ^ (select i ve mask)i i£ *r & %\ Mm ' ^ # # 

& %im n Mm m & s. & m .» 

FS m ## 4* 60 it 'IB tf- « ^ 2 0 4 ° 



* ^ ^ II- * ^ # & — It & t ^ it m % M % 

A % & 60 1$ ' M. J- it ~9l ^ ^ ^ # * ^ # ^ M 

m < M- & ' -t- ^ # *j ^ # m % m n it w ^ % % ^ m. 

• »r & m & M & m t k % & i. t -a m & a — '.'it. jbl 
« a m- .it ^ ^ it &o r-i ° ^ $ # & — m 

H & 1t £. A b$ ' ^ « ,"*L ^ iH A % & & % 

(electrical per f oriance) \ f $L & At %L (high 
re 1 iabi 1 i ty)* JJl >x 3l # -S: ( long 1 i fetimeK 



4a l£ ^ § 



& 3- it 



it 



^ # ^ 

*" a." jt 



3fc 



it 



SB 



/7 ^ 



TO 





it 



4 



60 



if; 



9 0^ 
ft ' 



/J\L 



it m 



60 



it 



• * ^ ^ % M ;4L ^ >t — ^& 

T 4t ® 60 ;5t ^ 32. -h 4t ® 60 A > 

- m # 4, ^ ^ ii ® ^ it 

M £ v fs] it m ^ % % M- & 'h 
i it M fe i.T • Bp k # ^ 9 «-.«r-'W 

# a: t^tw ^ it ^ ^ % % m . 



w € >t ', a a- m % it a ^ t 

^ i& A > if *l i-X A Bf -jft 60 J£ ft - J5 

— « m .a ^ * * _L i& so « . 

^ 3t ft ' Bp ^ A & ^ Ht 'Ab *t ffl 
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(11) 



6<7 'If SfL T ' ^ ^ flfc & • 



If * *'J 4a ffl #r # ^ ^ * -ft -ft * % # ' IlifaUl! 



4a 



° # ^ 




£ 15 I 
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1. — . *t — It (organic light emitting 

diode, 0LED)& ft > t& & ft tL & M : 

— it a B ^ 1& >f (transparent conductive layer)1& 
S. Ifc — 4k fa — ± & A ( top surf ace ) • JL i£ it W If- % % 

— T ^ ® (bottom surface)^ X & ( w i d t h )#, A ^ f£ it 

a -3 t ># 4l - _L * ® # % & ; 

-t ?4M (organic thin f i lmjti 1 ^ t ^ fe 
. .' it H. jfc >£ (cover )n it a£ € ># a A 

- i l l (metal, layer)^ f ^ ^ t ^ | JS ^ i 



& (glass)& v - 
(metal)^ ° 



# 1^ ^ & ft */. t « & **. # A 

- ( p 1 a s t i c )& si - >| 




3. t ft #;f.!l;«'ffl;* 1^ 3^ £k ft ' £ * « it B £ # € * 
$L & % — % it M $8, ( indium t in oxide, IT0)| ^ ^ — & 
lb 421 ^ (indium zinc ox i d e, I Z 0 )># ' ffi & # -ft t£ # 
?t H ^ lt>i (anode) ° 



0 



L £ ® #1 it 9J 

fa (tilt angle) 




># #1 it 



& ' * * flTit a/3 € 

* # - A ^ 9 # 



5 . -to t tf # *»J . & a ' % 1^ # *g ' % t M it >i ' t 



^ € vf -2l 




* 17 H 



s \ 



* la ffl 



>SL 'h ^ (smaller than )i£ # 4& # J& ^- M- & • 

- 

6. .*> f t * ^i g ffl 53s ^ m • t it B ^ € * 

JL A ^ 400*£ (A ■)• 




7. *» t ft ft ' ffl ^ ^ & ..'» > t t£ # a SI : J* 

& A ^ 1 0 0 0^ (A )° 




8. -kp t tf * ft a # i^ 4l & » & 1 t£ m %k mm % & 

& % — % ffi # #t># (hole transport layer, H T L )1& 1. ^ 
II t *B % % * ® ' — 4* • (emitting layer, EL) 

iBt.-i ^ t >^ # ifr' ># * a > a ^ — % # vt 

(elect ro h transport layer, ETL )t& % ifr M % & M ^ * 



9 . *o f ff # >'J ft 
(hole inject ion 

€ jw i»"*fir ># ^ «' 

i n j e c t i on layer, 

Pal » ' 



layer, 
E I L) • 



% $L & M - % m ^ Vt 
H I D ' i ^ it a 3 
-f- >£ >v y# ( e 1 e ctron 

i ^ m % # ^ ^ ili £r 4 




10. tf 

# - m i i >t 

«f & M % (Li 



*] ft B"fc" 'l* 

( Mg 1 ayer) 
- layer )& at: - 



' * t j ^.1 ^ # & ^ 
— IS 4 ># ( A l layer)- — 
^ ^ yf (Al loy layer) - J $L 




* 18 1 



ft m % #t — ■* 



& (cathode ) ° 




11. - 



* M » # (step)te ft ^ it B £ ^ «, /w ex 



# % %k %t JL ~ & It (OLED)M ft ' t£ ft & ^ # • 

^ tBt. i & HSL 

4t..fl&-" • it B £ ^ t ^ - T 4t ® ^ % Jk & A ^ 

i£ & W % % M - X & & % & J 

^ t£ i 4i _L ' JL Wl M. iZ i& it B B i 



If . *»J Ig. ® % 1 Mai 4^ '** ft' * t 1£ & .4* ^ - 



13. *»> 




ifj'ft- s ■ # i im ■* ft ' *' t t it ^ ^ t 



% & & % It lb A ^ OTO)*' ~ IL 4b IB IZ0)#. .' 

ffl & t ft i% % ^ & It ~ f% ° 



14. > f if # *•] g | # 
4^ t£ _t > © i£ it W 5f 
# — #j 4- 4 90£ #1 M 



i im 

h ° 



M ft > £ it B ^ ?f 

m # ' # ft # ^ m '« '-Ml * 



15. *o f |f ^ >] &® % 1 

# a #, w> ^ « # m. $ m 



M ft 
& 6 



t * it m Ufr 




% 19 I 




% 20 I 



12 



10 



18 



14 



-24 
22 

-20 



16 



50 






m 



(4. 5X50 1 t%mft£t&:-t£-%#k&Jt~m&&m 



% 10/20 I # 11/20 K 





A 



# m «, <fl /PI 1 LI 6C26 ; PI 1 LI 7C23 ; PI 3L7C26 ; PI 3L8C23 



ttf#^'J^®/P18L4C13;P18L7C13;P20L2C14;P20L3C10 



